Temat: Fotorezystor — budowa, parametry, zastosowae.

1. Fotorezystor — element pétprzewodnikowy, w ktorym pod wptyweswaetlenia nasipuje
zmiana jego przewodsoi, niezalenie od kierunku przyloonego nagicia zewmrtrznego.
Oswietlenie fotorezystora powoduje zkszenie przeptywu pdu (zmniejsza si
rezystancja).

2. Symbol fotorezystora
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3. Budowa fotorezystora— wykonuje s w postaci cienkich potprzewodnikowych wargtw
monokrystalicznych lub polikrystalicznych naniesion na izolagj (np. szklane podi®).
Materiatswiattoczuty rozdzielaj dwie metalowe elektrody mgge wyprowadzenia. Elektrody
te majp ksztalt grzebieniowy. Na powierzchiwiattoczutej umieszcza siokienko i zamyka
w obudowie chronicej przed uszkodzeniem.

9) hf )
Elektroda

a) budowa fotorezystora; b) grzebieniowy ksztakebdy

4. Parametry fotorezytora
> prad fotoelektryczny — jest to ranica calkowitego pdu plymcego przez
fotorezystor i pgdu ciemnego (pd ptymcy przez fotorezystor przy braku
oswietlenia),

I, =GE/
* E, - natzenie gwietlenia
= G,y - parametry stale zalge od materialu potprzewodnikowego i rodzaju
domieszek

» czutosé widmowa — zalenos¢ rezystancji od natenia gwietlenia
» rezystancja fotorezystora— zalery od jego wymiaréw
d
R = 'OI_
= d - odstp miedzy elektrodami
= | - szeroké¢ elektrod
= p-rezystywnd¢ pétprzewodnika



» wspoiczynnik n - jest to stosunek rezystancji ciemnej od rezygigorzy danej
wartasci nakzenia gwietlenia
R

n=—2

Rs
* R, -rezystancja ciemna
= R, - rezystancja przy nateniu gwietlenia rownym 50 Ix

5. Charakterystyka fotorezystora (CdSwajimowa (przedstawia zaimos¢ czutasci widma
S.ye 0d diugdci fali A fotorezystora z CdS); Pradowo — napgciowa przy r@nym

oswietleniu
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6. Zaleznos¢ rezystancji fotorezystora od ra¢nia gwietlenia
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7. Materiaty stosowane do budowy fotorezystorowd (ateriatu polrzewodnikowego zale
zakres widmowyA wykrywanego promieniowania — czyli diugo fal, dla ktérego czuks
fotorezystora wynosi nie mniejtnil0% czutéci maksymalnej):

» krzem Si;



siarczek otowiu PbS;
selenek otowiu PbSe;
antymonik indu InSb;
siarczek kadmu CdS

YV VY

8. Przyktadowe zastosowanie fotorezystorow
» pomiaru temperatury
» ostrzegania w systemach przeciwamwych,
» do wykrywania zanieczyszazev rzekach i zbiornikach wodnych,
» do detekcji strat ciepta przez izolacgrmiczry budynkow,
» do badania zasobow ziemi z samolotéw i satelitéaz @io celéw wojskowych.

9. Przyktadowe parametry fotorezystora

Material _ ®o _ Ao A2
MQ Hm

Si ok. 1,0 0,8=1,1

PbS 0k.0,1 1,2+1,8

PbSe ok. 2,0 0,5+4,5

InSb ok.2-1075 3,673

CdS 1100 0,4-0,8




